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M-ERA.NET - flexible und bedarfsgerechte transnationale Férderung im Bereich der
Materialforschung

ERA-NETs sind von der Europiischen Kommission ge-
forderte Kooperationsprojekte zwischen Fordergebern
(Projekttrager, Forschungsagenturen und Ministerien) in
fir den jeweiligen Forschungsbereich relevanten euro-
péaischen sowie ausgewahlten auflereuropiischen Staaten
und Regionen. ERA-NETs zielen zunichst auf die Vernet-
zung und den Austausch zwischen Fordergebern zwecks
Starkung des europdischen Forschungsraums (ERA). In
der zweiten Entwicklungsstufe von ERA-NETs steht dann
die Durchfiithrung gemeinsamer Ausschreibungen (,joint
calls“) im Mittelpunkt. Diese dienen der Stimulierung und
Foérderung der transnationalen Verbundforschung, wobei
die Verbundpartner jeweils mit Mitteln aus den eigenen
nationalen bzw. regionalen Programmen geférdert wer-
den. Perspektivisch betrachtet sind ERA-NET Instrumen-
te fiir eine bedarfsgerechte und flexible transnationale
Forderung als Ergdnzung zur rein nationalen Forderung Bild 1: Teilnehmende Linder beim M-ERA.NET-Call 2015.
einerseits und zu den europiischen EU-Forschungsrah- (Quelle: FFG / M-ERA.NET-Koordinator)
menprogrammen andererseits.




M-ERANET zielt auf FuE-Projekte im Bereich der Materialforschung, einschliefilich Nano- und Produktionstech-
nologien. Soweit photonische Materialien oder Technologien im Mittelpunkt der Vorhaben stehen, beteiligt sich das
BMBF mit Mitteln aus seinem Programm ,,Photonik Forschung Deutschland“ an der Férderung. Das deutsch-ruma-
nische FuE-Projekt ,GESNAPHOTO" ist eines von vier zur Forderung ausgewéhlten Verbundprojekten mit Photonik-
Schwerpunkt aus dem M-ERA.NET Call 2015.

Briicke zwischen Elektronik und Photonik

Die hochintegrierten Schaltkreise der modernen Elektronik sind allgegenwartig. Mikrochips mit Milliarden von
Bauteilen, die nicht grofier als ein Daumennagel sind, steuern Maschinen, moderne Infrastruktureinrichtungen, er-
moglichen die Digitale Vernetzung und sind eine Grundlage fiir die Funktionsfihigkeit moderner Industriegesell-
schaften. Moglich werden diese Wunderwerke der Technik durch hochentwickelte Herstellungsverfahren, den sog.
CMOS-Prozessen. Mit diesen Verfahren lassen sich die hochintegrierten Bauteile massenhaft zu unglaublich giinsti-
gen Preisen teilweise im Cent-Bereich herstellen. Durch die Kombination mit der Photonik versprechen sich Forscher
eine neue Generation von hochintegrierten Bauteilen
u.a. zur Erzeugung und Detektion von Licht im Nahen
Infrarotbereich, der fiir das Auge nicht sichtbar ist. Die-
ser Bereich ist insbesondere fiir die Kommunikations-
technik und die Sensorik hoch interessant. Auf der Basis
solcher hochintegrierten photonischen Bauteile lassen
sich Sensoren entwickeln, die fiir die nachste Generati-
on der industriellen Entwicklung von grofler Bedeutung
sind. Um Werkstiicke in der industriellen Fertigung oder
Gegenstinde des Alltags mit einer Art , Intelligenz* aus-
zustatten, werden unter anderem photonische Sensoren
benotigt, die den intelligenten Gegenstidnden Informati- Bild 2: GeSn-Schichtstruktur (Quelle: Forschungszentrum Jilich
onen {iber ihre Umwelt liefern. GmbH)
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Damit diese photonischen Bauteile genauso glinstig hergestellt werden kdnnen wie die bekannten Mikrochips, sollen
hierzu moglichst die gut bekannten Verfahren der Mikroelektronik eingesetzt werden. Hierbei gibt es bislang ein gro-
3es Problem: die bekannten Halbleitermaterialien fiir die Mikroelektronik wie Silizium und Germanium sind far die
Herstellung photonischer Bauelemente wenig geeignet. Um dieses Problem zu 16sen, haben sich Forscher und Ingeni-
eure aus Deutschland und Ruménien zu einem Konsortium zusammengefunden, um auf der Basis von Germanium,
das mit Zinn legiert wurde und eine geeignete Nanostruktur aufweist, ein neues Material zu kreieren, das sich fiir die
bekannten Halbleiterherstellungsprozesse eignet.

Diese Material kdnnte dann die Briicke zwischen der Mikroelektronik und der Photonik bilden, und Prozessierung
von elektronischen und optischen Elementen mit einem Verfahren ermoglichen.

Sofern die Arbeiten zu erfolgreichen Ergebnissen fiihren, konnen mit diesem Halbleitermaterial maflgeschneiderte,
hochintegrierte photonische Bauelemente hergestellt werden, die der Sensorik und Kommunikationstechnik vollig
neue Moglichkeiten im Hinblick auf Empfindlichkeit und Selektivitit er6ffnen.
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